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que se. presenta para anir a la solicitud 
3 e

P A T E E T E  DE  I N V E N C I O N  

formulada e l 10 de noviembre de 1962, con e l n& 262.524

e n

E S P A Ñ A
por VEINTE años

a nombre de N.V. PHILIPS' GMEIMMPEimBmEKEN, enRdud noian- 

desa, estab lecíd e  en Emmasingei 29, Eiadhoven, Holanda, por:

" UNA DISPOSICION DE ELECTRODOS SEMICONDUCTORES

El e v e n t o  se r e f i e r e  a un sistema de e le c t ro d o s  semi­

conductores, por ejemplo, a un sistema de e le c tro d o s  f o to c o n ­

ducto:, es en ana nvolvante a is la n te ,  preferentamente en una 

envolvente de v id r io ,  que t ien e  una. abertura obturada por me- 

5 d io  de una sustancia  s in t é t i c a ,  preferentem ente en a s o c ia c ió n  

con un cuerpo de r e l le n o ,  y un cuerpo semiconductor o f o to c o n -  

ductor ,  respectivam ente en una masa de r e l l e n o  v is c o s o .  El in ­

vento so r e í r c r e  ademas a un método particu larm ente adecuado 

para fa b r i c a r  t o l e s  sistemas de e le c t r o d o s  con una envolvente 

lo ais  1 sn te



Dicha tócnica de fabricación de envolventes, en la onal

la envolvente.consiste en una sustancia sintetice aislante, o 
en un vidrio, puede emplearse, entre otras cosas, para tran­

sistores y diodos y ha sido ampliamente empleada para células 
fotoeléctricas, en las cuales la radiación a detectar puede 

penetrar en el sistema fotosensible por vía de una pared de 
vidrio, puesto que el sistema semiconductor activo tiene una 
resistencia baja a las temperaturas altas, mientras que con 

miras a su uso es deseable una envolvente de tamaño mínimo,
que frecuentemente armoniza con el. tamaño y la forma del cuerpo 
semiconductor, se sustituye un cierre obtenido por fusión a 

temperaturas altas por un cierre obtenido por medio de una 
sustancia sintética andurecible, por ejemplo una resina epá- 

xidica. La masa viscosa, la  cual puede consistir en un p o lí­
mero orgánico de siliceoo sirve entre otras cosas para prote­
ger al cuerpo semiconductor y puede contener, además, sustan­
cias tales como agentes secantes, los cuales mejoran la estabi­
lidad de las propiedades eléctricas.

En la fabricación corrientemente empleada para tales 
dispositivos semiconductores con una envolvente aislante, se 

llana primero la envolvente, de la manera corriente con la  ma­
sa viscosa hasta la abertura y se desliza el cuerpo semicon­
ductor dentro de la masa viscosa, despuós de lo cual, la parte 
restante, todavía vacía, de la abertura, se llena de la sustan­
cia sintética endurecí ble, mientras que durante la operación 
de relleno Is masa viscosa sirve de substrato para la sustan­
cia sintética endurecí ble. Se ha propuesto evitar la fractura 
que ocurre particularmente a bajas temperaturas, por ejemplo 

a -203 o en ai s itio  del cierre debido a la  diferencia de los 
coeficientes de dilatación de la envolvente y de 1c sustancia



sintética, empleando un cuerpo de relleno en la abertura que 

compense totalmente o en parte la dilatación- de la sustancia 
sintética. A este fin  el cuerpo de relleno se coloca durante 
la operación de relleno sobre la masa viscosa, y el espacio 

5 que queda entre el cuerpo de relleno y la pared de la envol­
vente se llena con la sustancia sintética endurecedora.

Aunque los dispositivos semiconductores con la envol­
vente aislante osí fabricada son adecuados para su empleo des­
de 10a c hasta 50a C y los dispositivos semiconductores que 

lo comprenden un cuerpo de relleno son, en general, adecuados 
para una zona de temperatura entre por ejemplo -303 y -iSOS C, 

hay otros usos en los cuales ocurre una gran disipación de ca­
lor de modo que pueden ocurrir tempero turas de hasta por ejem­
plo 1003 0, a las cuales puede ocurrir repetidamente la frac- 

la tura de la envolvente.

ô
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El invento tiene por objeto, entre otras coses, orear 
na medída sencilla adecuada para la producción en masa, por 
odio do la cual se evita la fractura en la citada zona de al-

a temperatura, y la cual pueden si se

manera sencilla con el uso propuesto, antes citado, de un cuer­
po de relleno.

El invento se basa en el reconocimiento del hecho de
que a las temperaturas altas la rotura se debe particularmente 
a la dilatación resultante de la masa viscosa, la cual, en el 

;cdo de obturación conocido, no tiene espacio disponible pa­

ra la dilatación.
Según el invento el espacio dentro del o i erre de sustan­

cia sintetioí. y de la envolvente en un dispositivo semiconduc­

tor, que tiene una envolvente aislante de la estructura antes 
descrita, se llena de la masa viscosa a excepción de un recinto

- 3 luí-'''
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de dilatadón lleno de gas, el cual es preferentemente peque- 
do con .respecto al espacio disponible, cuyo recinto está se­
parado de 1c. superficie activa del cuerpo semiconductor.

Se na averiguado que usando esta medida puede: evitarse 
r a frac tura a temperaturas altas, de por ejemplo; hasta 100^0. 

Se prefiere hacer el recinto de expansi&i pequeño con respec­

to al espacio total disposible para el relleno con la masa 
viscosa, por ejemplo menor de un tercio o, preferentemente 
menor de un quinto del mismo, puesto que en este caso es me­
nos probable que el gas en el recinto de dilatación se espar­
za en grado perturbador sobre la masa viscosa, mientras que 
al mismo tiempo puede obtenerse una estructura eficaz de ta­

maño pequeño. El tamaño mínimo necesario del recinto de dila­
tación puede hallarse simplemente por cálculo o experimento.

El invento es particularmente importante para disposi­
tivos semiconductores, el tamaño y forma de cuya envolvente 

armonizan con el tamaño y forma del sistema semiconductor con 
la  excepción de un espacio intermedio relleno de la masa vis­
cosa, considerándose que el sistema es el cuerpo semiconductor 

con las piezas asociadas tal.es como las placas de enfriamien­

to de loa conductores de alimentación, placas de apoyo y s i­

milares. Dichas envolventes tienen,- debido a su forma poca 
resistencia a esfuerzos altos. Se obtienen resultados parti­
cularmente satisfactorios, con dispositivos semiconductores, 
en particular fotoresistencias dispuestas en una envolvente 

de vidrio en forma, de un tubo plano, abierto al menos por un 
extremo que aloja con cierto grado de holgura un cuerpo semi­

conductor en forma de placa. Si al mismo tiempo se emplea un 
cuerpo de relleno compensador, puede obtenerse un dispositivo
semiconductor, que tiene una alta resistencia <

n  -f
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en una zona da tempepatara grande, por ejemplo desde -40S a

lOOac.
Secar and o el recinto de dilatación de la superficie 

activa del cuerpo semiconductor, esta superficie, la cual 
es sensible & los gases, a la numedad y similares, esté 
protegida contra las influencias relacionadas con la masa 

viscosa, de modo cae puede obtenerse una estabilidad eficaz 
de las propiedades eléctricas. Por superficie activa, na de 
entenderse en esta Memoria, como es corriente, aquella parte 
de la superficie del semiconductor o del fotoconductor que 

exhibe, al ser afectada por los gases del ambiente, por ejem­
plo vapor de agua, una variación de las propiedades eléctricas 

por ejemplo, en una fotoresistenoia, la superficie entre los 

electrodos, o en una transistor o diodo las proximidades de 

una unión pn.
El recinto de dilatación puede obtenerse de manera di­

ferentes. En una realización sencilla y eficiente el recinto 
de expansión esta formado por un cuerpo cerrado, relleno de 
gas compresible, por ejemplo un tubo de una sustancia sinté­
tica elástica que esté cerrado herméticamente en ambos extre­
mos. Este cuerpo compresible, relleno de gas, esté empotrado 
en la mesa viscosa y constituye asi un cojín o amortiguador 
capaz de resistir  diferencias de presión.

En una realización adicional el recinto de dilatación 

esté formado por un tubo incompresible, abierto por ambos 
extrem os, por ejemplo, de vidrio, el cual se dispone, cuando 

se introduce la masa viscosa por medio de fuerza centrifuga, 
preferentemente en la dirección de movimiento a fin  de evitar 

que e l gas sea expulsado durante e l procedimiento de contri-
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El recinto de expansión puede estar formado, al menos 
oarotalmente, por una parte rellena de gas del espacio que

adicional del invento pueden obtenerse el cierre y dicho re­
cinto de dilatación de una manera particularmente sencilla 

asando un mátodo en. al cual se introducen inioíalmente la ma­
sa viscosa y el cuerpo semiconductor con sus piezas asocia­

das, dentro de la envolvente bajo una presión relativamente 
ligera sobre ia  masa viscosa, por ejemplo por centrifugación 
a una velocidad relativamente lenta, después de lo cual se 

obtiene la. obturación del espacio todavía vacio cerca de 
la abertura introduciendo una sustancia sintética endurecí ble 

por colada dentro de 1c abertura, si se desea en unión con 
un cuerpo de relleno, dejándose subsiguientemente a la subs­
tancia sintética que se endurezca, y ejerciendo una presión 
eficaz, relativamente grande, obtenida por centrifugación 
a una velocidad más alta y/o durante mas tiempo, transfirién­

dose el gas ocluido en la  masa, introducido por presión lige ­
ra, a una parte de la envolvente separado de la superficie 

activa, preferentemente cerca del cierre, de modo que se 
forma una oclusión de gas Que sirve de recinto de dilatadón.

las realizaciones de un recinto de dilatación ante­
riormente descritas pueden, si se desea, combinarse con el 
uso de un cuerpo de relleno que tiene un efecto compensador 

total o parcial en la zona del cierre. En una posible rea li­
zación adicional del invento se combina un cuerpo de relleno 
con un recinto de dilatación de una manera particularmente 

sencilla y eficaz, proveyendo a la  abertura, en la zona de 

obturación, ademas de con la suatancia sintética, de un

esta en contacto directo con la masa viscosa y preferentemen­

te junto al lugar de obturación. En una realización preferida

6
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te a la Masa viscosa, formando esta cavidad' al menos parcial­
mente el recinto de dilataoión. Durante el procedimiento de 
obturación el cuerpo de relleno puede disponerse sencillamen­
te con el borde de ls  cavidad sobre la masa viscosa, llenándo­
se el espacio restante entre la envolvente y el cuerpo de re­
lleno por una sustancia sintética endurecióle, la cual no pue­
de penetrar' dentro de la cavidad. Si se desea, esta realiza­

ción puede combinarse con el método antes descrito.
Debe notarse que es conocido por si mismo, en los dis­

positivos semiconductores que tienen una envolvente de vidrio 

en forma de ampolla y que tienen un cierre obtenido a una tem­
peratura alta, llenar la ampolla solo parcialmente, es decir 

a excepción de una parte contigua a la zona de obauración, 
con una masa viseóse térmicamente conductora. Sin embargo, 

este relleno parcial se emplea por razones totalmente diferen­
tes no relacionadas, con las sustancias sintéticas con cierres 
fundidos, es decir para evitar que las altas tempera tur* as pe­
netren en el sistema semiconductor durante la operación de 
obturación. Además, con cierres de sustancias sintéticas las 
condiciones son justamente tales que, durante la operacién 

de relleno, el cierre se obtiene directamente sobre la masa 
viscosa o sobre una capa de soporte, si la hay.

El invento y en particular las realizaciones del mis­
mo se describiráh ahora mas completamente con referencia a unas 
cuantas figuras y ejemplo.

tencía dentro de una envolvente de vidrio según el Invento y
las figuras 3 y 4 son vistas en sección transversal de las



células mostradas en las figuras 1 y 2.
Las figuras 5a, 5b y 6o muestran diagramáticamente 

tres fases consecutivas de la fabricad&i por un método segdn 

el invento.
5 Las figuras 6 y 7 muestran cíos realizaciones adiciona­

les de una cólula de fotoresíscencía según el invento en vis­

tas en secoián longitudinal.
La envolvente de la célula de fotoresintencia mostrada 

en la vista en sección longitudinal de la figura 1 y en la 
lo vista en sección transversal de la figura 2 esta formada por 

un tubo de. vidrio plano 1, abierto por el extremo inferior, 
cuyas dimensiones externas son aproximadamente 18,5 mms x 9 
mms x 5 mms. Este tubo de vidrio 1 contiene, con alguna hol­

gura intermedia entre el interior y la  pared, un cuerpo 3 de 
15 fotoresistancia, en la  forma de placa, de dimensiones aproxi- 

üamente de lloims x 5'8 mms x 1 mm. Las dimensiones internas

2o

25

del tubo plano 1 son aproximadamente 17,5mms x 7,8 mms x 1,8 
mm. Eí cuerpo 2 de la fotoresistencía puede consistir en 
CdS, ai cual hay aplicados, en un lado, dos sistemas 3 y 4 

de lineas de electrodos entrelazados. A un juego de lineas 
do electrodos 4, en el lado inferior de la placa 2, está co­
nectado un conductor de níquel 6 de alimentación, por vía de 
un cuerpo de agarre 5, que agarre; 1 ocalmente en derredor del 
cuerpo 2 de la fo tor asi stencia, mientras que al otro juego 
de lineas de electrodos 3 está conectado un conductor de 

alimentación 8, en el lado superior, por vía de un cuerpo de 
agarre 7 similar, sostenido desde la pared superior de vidrio 
cayo conductor 8 es llevado al exterior en el lado inferior 
cerca de la abertura, sobre el ledo posterior del cuerpo 2 

de la fotoresieteucla, de la cual está aislado eléctricamente

o



por medio de ana placa de mica (que no se muestra).
EL cierre está formado por un cuerpo de relleno 9, 

en forma de varilla, que armoniza con la forma de la aber­
tura, y por una sustancia sintética endurecida 10 que ocupa 

5 el espacio adicional de la abertura y que establece el c ie ­
rro. La sustancia sintética 10 puede consistir en la resina 

epóxidica corrí ente, que se endurece en el estado frió  y que 
tiene un coeficiente de dilatación de aproximadamente ¿00: 
10 -'. El oaerpo de relleno 9, el caal compensa parcialmente 

lo i& dilatación de la sustancia sintética y e-1 cual es parti­
cularmente favorable a temperaturas bajas, puede consistir 
en la misma clase de vidrio con sustancialmente al mismo coe­
ficiente de dilatación que el vidrio de la. envolvente (apro- 

xi da mente 97.lO**?), siendo las dimensiones de, por ejemplo 
15 3*5 mms, x 6*5 mms x Imm.

El espacio rodeado por el cierre 10 de la sustancia 
siatétioa y por el cuerpo de relleno 9, por una parte, y 
por la envolvente por otra parte, y disponible mas alia del 

cuerpo 2 de la fotoresistencía, con las piezas asociadas,
2o esta lleno de una masa viscosa 11, per ejemplo, de un p o lí­

mero orgánico de sílioeco, si se desea con un contenido de 

agentes secantes, a excepción de un recinto de dilatación 
12, lleno de un gas, por ejemplo aire o un gas inerte, por 
ejemplo argón estando este recinto contiguo al cierre. La 

25. capacidad del recinto de dilatación es pequeña con respec­
to al .espacio lleno de la nasa viscosa). 11, pero es suficien­
temente grande "¡ara evitar la fractura de la envolvente 1 
debido a la dilatación de la masa viscosa 11. La capacidad 
puede ser de 10 Se averiguo que una célula de fotere-

3o sistente así acabada resistía la rotura y que era sufioien-
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temante estable eléctricamente después de un ensayo prolon­

gado en el cual se expuso esta célula a fluctuaciones de 

temperamra d& desde -40* a 4- 100*C.
Las figuras 2 y 3 muestran una célula de fotoresis- 

tenoia adicronal que mcorpo-L'a el mvento. Esta realizacíén 
difiere en su estructura de la .figura 1 solo con respecto 
a la forma del cuerpo de relleno y del recinto de dilata­
ción. Las piezas adicionales que corresponden a las de la 
figura 1 están designadas por los mismos números de referen­

cia. La dilatación está formada aquí por una cavidad 12 l le ­

na de gas en el cuerpo de relleno 13, es decir, en la cara 
opuesta a la masa viscosa 11. Tal realizacién es particular­
mente adecuada para las células que tienen, por lo demás, 

la misma forma que la que se muestra en la figura 1, siendo 
las dimensiones del cuerpo de relleno tan grandes que duran­
te el moldeo del cuerpo de relleno puede adorarse una. capa­
cidad suficientemente grande. Con un cuerpo de relleno que 
tenga una seccíén de 11 mms x 2 nms, adecuado para su uso 
en mía abertura de 13 mms, x 2*6mm puede obtenerse un rebajo 
de aproximadamente 2.8 tnnf* de una manera sencilla durante el 
prensado, proporcionando, transversalmente a la  dirección 

longitudinal de la varilla, una cavidad que tenga un radio 
de 1 mn por toda su longitud a exoepcién de un borde de 1 
mm en los extremos. En otros casos, en los cuales el recin­
to de dilatación, en conjunto, podría disponerse en el cuer­
po de relleno solo con dificultades excesivas, puede sin em­
bargo usarse eficazmente una cavidad en el cuerpo de relleno 
disponiendo de al menos parte del recinto de dilatadén en 

el cuerpo de relleno, por ejemplo a fin  de fija r  parte de 
este recinto de dilatación, el cual podría además formarse

lo
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de manera diferente, por ejemplo como se ilustra en la figu­
ra. i .

Dorante el procedimiento de obturación, despule de la 
introducción de la masa viscosa 11, y del cuerpo de resisten­
cia 2 con las piezas asociadas, el cuerpo de relleno 13 se dis­
pone de una manera sencilla, con la cavidad 14 orientada ha­

cia la mase, viscosa 11, sobre la masa vísoosa, después de lo

cual se llena por colado el espacio restante 10 con la sus­
tancia sintética endurecí ble, mientras que el borde del cuer­
po de relleno 13 en derredor de la cavidad 12 se apoya, en 
toda su circunferencia, sobre la masa viscosa subyacente,
11, de modo que se evita que la  sustancia sintética endurecí- 
ble penetre dentro de la cavidad 12.

A esce fin (vease la figura 8a) la envolvente 1 de la 

figura 1, la cual está todavía vacía, se dispone en une -má­
quina centrífuga 20, la cual está destinada a girar en derre­

dor, del árbol 21. La envolvente 1 se mantiene en un portador 
adecuado 22, con la abertura frente al árbol 21. El portador 
22 comprende una cavidad 23, llena de una cantidad dosificada 

de grasa orgánica de s ilic io , la cual comunica por vía de un
canal '24, con la abertura de la envolvente 1. Despuós de apro­

ximadamente diez minutos de centrifugación a una velocidad de 
unas 2000 revoluciones por minuto, siendo la distancia entre 
el borde superior de la envolvente y el árbol unos 13 cms. 
la grasa 23 llena ligeramente menos de la mitad de la envol­
vente 1. Se quita entonces la envolvente del portador 22 y se 

desliza el cuerpo 2 de fotoresistencia (con los conductores 
de alimentación 6 y 8 y los cuerpos de agarre 7 y 8 unidos 
al mismo)dentro de la envolvente 1 hasta que el lado supe­
r io r 'dei cuerpo de fotoresistencia 2 toque la grasa 23 &ease

' 1 ,1
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la figura 5b). Por centrifugación con el mismo Humero de revo­
luciones durante aproximadamente cinco minutos a la misma dis­
tancia desde el árbol , el cuerpo fotoresistente 2 con las par­

tos asociadas se desliza dentro de la envolvente 1 y es rodea­
do por la gjxsa .1.1 en la manera ilustrada e.n las figuras 1 y

5c. La. velocidad y periodo de centrifugación se escogen de 
tal modo que la grasa contenga oclusiones de aire, llenando 
la envolvente solo parcialmente durante el primer procedimien­

to de centrifugación y empotrando el sistema semiconductor por 
centrifugación en la masa viscosa se asegura que la masa visco­

sa no llegue al cierre, donde podría tener un efecto pertur­
bador sobre la adherencia. Se dispone entonces el cuerpo de 
relleno 9 sobre la grasa 11 (lo cual se verá en la figura 5o) 

y el espacio restante 10 entre el cuerpo de relleno 9 y la 

envolvente se llena de una resina epoxidica 10, de endureci­
miento en fr ió , con un reblandecedor. El cuerpo de relleno 9 
y le resina epoxidica 10 son sostenidos directamente desde el 
relleno de grasa 11. Después del endurecimiento de la resina 
epoxidica 10 se vuelve a introducir la célula de fotoresisten- 
cia en una máquina centrifuga a fin  de expulsar, por centri­

fugación a una velocidad más alta (figura 5c), las oclusiones 
de gas en la masa viscosa 11 hacia la zona de obturación, de 
modo que se forma un recinto de dilatación 12 de la clase mos­
trada en la figura 1. A este fin  se hace uso de una máquina 
centrifugadora 2o que tiene un diámetro de tambor de aproxima­

damente ¿O cms. de modo que éL borde superior de la cálula de 
fotoresiateneie está a una distancia de eproxi atadamente 25 cm. 
desde el árbol. El tratamiento dura unos 20 minutos y se eje­
cuta a aproximadamente Sooo revoluciones por minuto. Así,



trada en J.a figura 1. Será evidente, sin ninguna explicación 

adicional, que oon este método puede también emplearse con éxi­
to un cuerpo de relleno de ia forma mostrada en la figura 3, 
de manera que bajo, de otro modo, las mismas condiciones, se 
obtiene una realización la cual es una combinación de la mos­
trada en las figuras 1 y 3, puesto que el recinto de dilata­
ción esta situado en parte en la cavidad del cuerpo de relleno 

y en parte encima del cuerpo de relleno.
Las figuras 6 y 7 muestran dos realizaciones adiciona­

les de una célula de fotoresistencia según el invento. La rea­

lización mostrada en la figura ó difiere de la mostrada en 

la figura 1 en que la masa viscosa 11 esta junto al cierre 

(9,10) y en Que se forma el recinto de dilatación empotrando 
en ia masa, viscosa 11 un cuerpo compresible, cerrado 30 por 

ejemplo, un tubo cerrado 30 de una sustancia sintótica elás­

tica, que contiene un relleno de gas SI.
La realización mostrada en la figura 7 difiere solo de 

la mostrada en la figura 6, en que en lugar de -un cuerpo ce­
rrado compresible, SO se use. un tubo de vidrio 33, abierto 

por ambos extremos, con un relleno de gas 36, ouyo tubo toca 
el lado superior de la envolvente. Disponiendo el tubo 33 oon 

su eje longitudinal en la dirección de movimiento durante el 

procedimiento de centrifugación, se evita que el aire sea 
expulsado del tubo 33, puesto que durante el procedimiento 
de centrifugación la grasa ejerce la misma presión en ambos 

extremos.
Debe notarse finalmente que el invento no esta, por 

supuesto, restringido a las realizaciones anteriormente des­
critas y que dentro del alcance del invento son posibles varias 

modificaciones. El invento puede, por ejemplo, aplicarse tam-



lo

biso & dispositivos semiconductores que tienen envolventes 

de formas diferentes, obturadas con une. sustancia sintética. 
Si el u.so no hace necesario un cuerpo de relleno puede pres­
cindí res de. ni ti^o. ruede obtenerse t etn b i en un recluí o de 
dilatación junto ai cismo de la ciase mostr&d&. en i a lisu ­

ra i ,  proveyendo un cuerpo de apoyo, subsiguientemente a la 
introducción de ía masa viscosa y dei cuerno semiconductor 
con l&s [iiesns asooit uas, a dei&r^ún&da distancia enema o.e 
ia cn.s¿ viscosa, cayo cuerpo de apoyo armoniza con la  forma 
de la abertura, colocándose la sustancia sintética sobre di-
oh o o ue rp o u e ap oy o ,

La presente so lic itu d  que corresponde a la  presenta­

da en holanda eí 13 de noviembre de i . '¿61, con el numero 

l '/r .o H , se acoge & ios  oeneficios üei a rt icu lo  ol del v i ­

lo  gen te Lstatuto sobre 1'ropiedad Industrial.

N O T A

So Los puncos de invención propia y nueva que se presen­

tan para que sean objeto de esta so lic itu d  de latente de in ­

vención en hsp&na por vEinTL anos, son io s  siguientes!

, Lt - üna disposición  de electrodos de un d ispositivo  Se­

mico ndictor, por ejemplo un sistema de electrodos de un d is - 

15 posi tivo fo tooouductor en una envolvente aislante, preieren- 

tementr una envolvente de vidrio  con una abertura obturada 

por medio de una sustancia s in tética , preferentemente en

unión con un cuerpo de relleno y con un cuerpo semiconduc­

tor o cuerpo foto conductor empotrados respectivamente en mía 

masa vi & o osa, cara o ten  zuda porque el espacio disponible den

M
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tro cíe! oí erre de la sus tañer a sintética y de la envolvente 
esta ..'-Letio de la masa viscosa a* excep eión de u.n recinto de 
dilatadón lleno de ¿as, el eral es preferentemente pequeño 
con respecto al espacio disponible, cuyo recinto de dilata- 
eren está separado de la superficie activa del cuerpo seni- 
oonduc tor.

is , -  una disposición según se reivindica en ei punto 1, 
ce rae tan isa da p or que un cuerpo cerrado, compresible, Heno 

de gás, asta empotrado, como recinto de expansión, mu la ma­
sa viscosa.

31.- tnc disposición segd-̂  so reivindica en ei punto 1, 

cerneterizada jorque on tubo incompresible, abierto por ambos 
extremos, por api ¿lio, de vidrio, lleno de ges, está empotra­

do como reeiuLo do dilatación en la ¡casa viscosa.
4R.- Una disposición segur se reivindica en el punto 1, 

caracterizada porqué el recinto de dilatación consisto,' al me­

nos en parte, en una parte llena de gas del espacio interna­
mente disponible.-, cuya parte está en contacto directo con la 

masa viscosa y está prefe.rentemente junto ai cierre.

53.- Una. disposición segán so reivindica en el punto 4, 

caracterizada porque la abertura- en la zona, de obturación oom-
pT'̂ ü̂-6 , ct [I y. í'' 'n t'- d, ir Í,G Siur u .i Coá ̂ Lili Gdi'gmíp O dmg
i'io, frenüe- a la viscosa tí€m-. .ina caví- '
duJ LüAi& d<'* tu eaal ecnstít^'G al manos en par i; a e.,. re-
0.íij. Lo a o di i a L Oí.. Oú'j..

13,- Uní. disposición según se reivindica su cualquiera
de ....os pu...!-''-.'S .Y....' ' - .-1 , oi.um'u'..'1'uzaLi.a p.oi'q...a. o... tuma-io y ua
forma di ..< c t.nvorv-.-nte armonizan ei tamaño y j..a r.jm: dar cusr' 
p o s s m c o n u u o o o r con ..¡.as paires asociadas.

?s .- una disposición según 30 reivindico.' _cn e..-. punto 6,34.

oa-



1

,'.i.2oña porque .LO. envolverte tiene la íor.n& ¿ío un tubo
pía '̂io,, e; chai est<a abi er t o su. monos en' en extras o y eí cual

1 i2 /o en cuerpo semiconductor en forre de placa, con cierto

c. 0 le  n0d,yürr, lleno de la  masa viscosa .

10^ .-  dlSpOSíGlOU Q.0 e i e c t l  OdoS E6!líC0.üd'J.Ct0TcS.

Tai y o-:-so se ha descrito  en la  lleraoria que antecede,

retrásentele los dibujes que se acompañan y para los fines 

qu e s e han e se & ci fie  ado.
Esta lietioris conste de dieciseis hojas escritas a ma­

lo  quina por una sola cara.

Madrid, 1 3 F P H 9 &

mt r/. 16



ESCALA VAR'ABLa

'9  12^

F ! G . 2  F ) G . 4


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



